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AES depth profiles of the HfD_:55 nm/5i substrate AES depth profiles of the HF0,:55 nm/Si substrate
using the conventional method with the argon ion using the conventional method with the argon ion
energy of 2.0 keV. energy of 2.0 keV.
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	スライド 1: 研究論文，”極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO2/Si基板の分析”に掲載されている Fig.11オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

